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57  Resumen:
Procedimiento para la fabricación de resonadores
esferoidales sobre un substrato monocristalino.
El procedimiento comprende realizar, mediante la
utilización de al menos una técnica litográfica y de
grabado, una matriz de pilares (20) sobre la superficie
de un substrato monocristalino (10); y reorganizar en
fase sólida, dicha matriz de pilares (20) por difusión
superficial mediante un proceso de recocido a alta
temperatura, igual o por encima de 1000ºC,
proporcionando un número predeterminado de
esferoides (31), en correspondencia al número de
pi lares (21),  que están unidos al  substrato
monocristalino (10) por un cuello.
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 Declaración    
     
 Novedad (Art. 6.1 LP 11/1986) Reivindicaciones 1-7 SI 
  Reivindicaciones  NO 
     
 Actividad inventiva (Art. 8.1 LP11/1986) Reivindicaciones  SI 
  Reivindicaciones 1-7 NO 

 

 

 
 

  
Se considera que la solicitud cumple con el requisito de aplicación industrial. Este requisito fue evaluado durante la fase de 
examen formal y técnico de la solicitud (Artículo 31.2 Ley 11/1986). 
 
Base de la Opinión.- 
 
La presente opinión se ha realizado sobre la base de la solicitud de patente tal y como se publica. 
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Nº de solicitud: 201630824 
  
  

1. Documentos considerados.- 
 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
 

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 
D01 Gowrishankar V et al.. FABRICATION OF DENSELY PACKED, 

WELL-ORDERED, HIGH-ASPECT-RATIO SILICON 
NANOPILLARS OVER LARGE AREAS USING BLOCK 
COPOLYMER LITHOGRAPHY. 
Thin Solid Films, 20060814 Elsevier, AMSTERDAM, NL. 
Radamson Henry;  Ruzin Arie, Vol. 513, Nº 1-2, 
Páginas 289 - 294, ISSN 0040-6090, <DOI: 
doi:10.1016/j.tsf.2006.01.064> 

14.08.2006 

D02 LEE MING-CHANG M et al. THERMAL ANNEALING IN 
HYDROGEN FOR 3-D PROFILE TRANSFORMATION ON 
SILICON-ON-INSULATOR AND SIDEWALL ROUGHNESS 
REDUCTION. JOURNAL OF MICROELECTROMECHANICAL 
SYSTEMS, 20060401 IEEE SERVICE CENTER, US. Vol. 
15, Nº 2, Páginas 338 - 343, ISSN 1057-7157, <DOI: 
doi:10.1109/JMEMS.2005.859092> 

01.04.2006 

 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
REIVINDICACIÓN 1 
 
La presente solicitud se refiere a un procedimiento de fabricación de resonadores esferoidales sobre un sustrato 
monocristalino que, según la reivindicación principal, comprende dos etapas: 
 
- Realizar una matriz de pilares sobre la superficie del sustrato mediante la utilización de una técnica litográfica 
- Reorganizar en fase sólida la matriz de pilares por difusión superficial mediante un proceso de recocido a alta temperatura, 
igual o por encima de 1000°C, para dar lugar a los esferoides.  
 
El objeto de la reivindicación principal se considera que no implica actividad inventiva por resultar del estado de la 
técnica de una manera evidente para un experto en la materia. 
 
El documento D01 representa el estado de la técnica más cercano al objeto de la primera reivindicación, y describe un 
procedimiento para la fabricación de nanopilares de silicio utilizando una técnica litográfica. 
Sin embargo, en D01 no se reorganiza la matriz de pilares en una etapa posterior de recocido a alta temperatura. El efecto 
técnico que se deriva de esta etapa de recocido es la reorganización de la microestructura, y el problema técnico que se 
resuelve es la formación de estructuras esferoidales a partir de estructuras cilíndricas.  
 
Es conocido del estado de la técnica que el tratamiento térmico a altas temperaturas o “annealing” de estructuras cilíndricas 
tipo pilar, da lugar a la formación de estructuras esferoidales.  
 
Por ejemplo, el documento D02 describe cómo hacer estructuras esferoidales a partir de microestructuras de silicio, 
utilizando un proceso de recocido a alta temperatura, igual o por encima de 1000°C (página 341, columna 1, líneas 9-14; 
figura 7b) para dar lugar a los esferoides, en correspondencia al número de pilares, que permanecen unidos al substrato 
monocristalino.  
 
Se considera que el experto en la materia, enfrentado al problema técnico objetivo mencionado, hubiera recurrido a las 
enseñanzas del documento D02 ya que es del mismo campo técnico y aborda el mismo problema, consistente en formar 
estructuras esferoidales a partir de cilíndricas.  
 
Por lo tanto, el experto en la materia hubiera añadido, siguiendo las enseñanzas de D02, una etapa de recocido a alta 
temperatura al procedimiento de D01 con el objeto de solucionar el problema técnico objetivo planteado, sin que se 
produzca ningún efecto técnico inesperado, llegando así de forma obvia a un procedimiento de acuerdo con la reivindicación 
1.  
 
En conclusión, se considera que la reivindicación 1 carece de actividad inventiva frente a la combinación de documentos 
D01 y D02 (artículo 8.1 Ley de Patentes).  
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Las reivindicaciones dependientes 2-7 añaden una serie de características opcionales y teóricamente consideradas no 
esenciales. Estas reivindicaciones no contienen características adicionales que, en combinación con las de la reivindicación 
principal de la que dependen, supongan actividad inventiva con respecto a la combinación de los documentos D01 y D02 por 
las siguientes razones: 
 
En D01 se describe la modificación de las dimensiones de los pilares en función del cambio en los parámetros del proceso 
litográfico. Las características de las reivindicaciones 2-5 se consideran faltas de actividad inventiva pues serían una 
opción de diseño obvia para un experto en la materia.  
 
La característica de la reivindicación 6 se considera falta de actividad inventiva ya que se anticipa en D02 (página 341, 
columna 1, líneas 12-14). 
 
La característica de la reivindicación 7 se considera también falta de actividad inventiva ya que se anticipa en D01. 
 
 
CONCLUSIÓN 
 
Las reivindicaciones 1 a 7 no parecen cumplir el requisito de actividad inventiva frente al estado de la técnica anterior, según 
el artículo 8.1 Ley de Patentes. 
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